RESUME
     le présent travail est entreprit pour l’étude des propriétés physicochimiques, optiques et électriques des couches minces de a-SiN :H préparées par pulvérisation DC magnétron, en fonction des paramètres de dépôt. Notre étude porte essentiellement sur les effets de la température de dépôt et de la pression partielle d'hydrogène sur les caractéristiques du matériau, ainsi que sur les mécanismes qui y gouvernent la conduction. Nous nous intéressons en particulier au matériau déposé à faibles températures (150-400 °C). Dans le premier chapitre nous présentons les propriétés du nitrure du Silicium amorphe hydrogéné ainsi que les techniques les plus utilisées pour sa préparation. Le deuxième chapitre porte sur les techniques expérimentales utilisées. Nous y décrirons en détail, la méthode de dépôt utilisée pour la préparation de nos échantillons ainsi que les techniques de caractérisation utilisées. Nous décrirons en particulier les manipulations que nous avons mis en oeuvre dans le cadre de ce travail.
